s 2017 0139 lofl

1. Dispozitiv de masurare a rezistentei senzorului pe baza de oxizi semiconductori nanostructurati in diapazon de
ordinul microwatilor, care include o sursi de tensiune de referintd reglabild U, conectatd la iesirea unui
microcontroler si unitd in serie cu senzorul nanostructurat cercetat Rx si un rezistor de referintd R,, punctul de
legétura al caruia cu senzorul cercetat Ry este conectat la intrarea microcontrolerului, totodata circuitele comune
al rezistorului de referinta Ro, sursei de tensiune de referinta U si ale microcontrolerului sunt unite la pdmant.

2. Metoda de masurare a rezistentei senzorului pe baza de oxizi semiconductori nanostructurati in diapazon de
ordinul microwatilor, realizatad cu ajutorul dispozitivului definit in revendicarea 1, care constd in aceea ca se
masoara tensiunea Urer a sursei de tensiune de referintd, se masoara caderea de tensiune pe rezistorul de referintd

Ur, se calculeazad caderea de tensiune pe nanostructura cercetatid conform formulei IJ Rx:Uref—Uro, se calculeaza
valoarea curentului care trece prin nanostructura dupa formula [, =Ug /R,, se calculeaza puterea aplicatd pe
X X
nanostructurd Pp =I, *U, , se seteazd valoarea tensiunii de referintd U astfel, incat puterea Pp sid nu
X X X X
depdseascd valoarea maxim admisibila Pm in conformitate cu expresia PRxSPm, se calculeaza valoarea

rezistentei senzorului Ry conform legii lui Ohm, utilizdnd valorile obtinute IJ Ry sil Ry



